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IGBT模块/IGBTModule VCES = 1200V ,IC = 300A, VCE(sat) = 1.85V

1.特性描述

TMF300R120KX1_IGBT62绝缘栅双极型晶体管采用DBC技术隔离铜基板(直接结合铜)，集成栅极电阻，

开关频率高达20kHz。

2.功能特点：

• IGBT4 = 4代快速沟槽

• CAL4 =软开关4代 CAL-diode
• 采用DBC技术隔离铜基板(直接结合铜)
• 增加功率循环能力

• 集成栅极电阻

• 更高的开关频率高达20kHz
应用：

• 交流变频器驱动

• UPS
• 20 kHz的电焊机

附录：

• 外壳温度限制在Tc = 125°C最高。

• 推荐温度 Top = -40 ... +150°C
• 产品可靠性结果为有效 温度Tj = 50°C

3.内部电路图

4.极限参数
IGBT/IGBT
最大额定绝对值(TJ = 25°C除另有说明)

符号 参数 条件 值 单位

VCES 集电极-发射极间电压 Tj = 25 °C 1200 V

IC
集电极直流电流 Tj = 175 °C

Tc =
25 °C

422 A

Tc =
80 °C

324 A

ICnom 脉冲集电极电流 300 A
ICRM 集电极重复峰值电流 ICRM = 3xICnom 900 A

VGES 栅极-发射极峰值电压 -20 ... 20 V
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tpsc 脉冲短路持续时间

VCC = 800 V
VGE ≤ 15 V VCES ≤ 1200 V Tj =

150 °C
10 µs

Tj 工作状态下温度 -40 ... 175 °C

反向二极管/Inverse diode

IF 连续正向电流
Tj = 175 °C

Tc =
25 °C

353 A

Tc =
80 °C

264 A

IFnom 脉冲正向电流 300 A
IFRM 正向重复峰值电流 IFRM = 3xIFnom 900 A
IFSM 正向非重复浪涌电流 tp = 10 ms, sin 180°, Tj = 25 °C 1548 A
Tj 开关状态下温度 -40 ... 175 °C

模块/Module
It(RMS) 正反向峰值漏电流 Tterminal = 80 °C 500 A
Tstg 存储温度 -40 ... 125 °C
Visol 绝缘测试电压 AC sinus 50 Hz, t = 1 min 4000 V

5.IGBT特性值/IGBTCharacteristics
符号 条件 min typ max 单位

VCE(sat) 集电极-发射极饱和电压

C
VGE = 15 V
chiplevel

Tj = 25 °C 1.85 2.10 V

Tj = 150 °C 2.25 2.45 V

VCE0
集电极-发射极承受最大电压 chiplevel

Tj = 25 °C 0.8 0.9 V
Tj = 150 °C 0.7 0.8 V

rCE 集电极-发射极电阻 VGE = 15 V
chiplevel

Tj = 25 °C 3.50 4.00 m
Tj = 150 °C 5.17 5.50 m

VGE(th) 栅极-发射极阈值电压 VGE=VCE, IC = 12 mA 5 5.8 6.5 V
ICES 栅极-发射极峰值电流 VGE =0 V VCE =

1200 V
Tj = 25 °C 4.0 mA
Tj = 150 °C mA

Cies
输入电容 VCE = 25V VGE

=0 V

f= 1 MHz 17.6 nF

Coes 输出电容 f = 1 MHz 1.16 nF
Cres 反向输入电容 f = 1 MHz 0.94 nF
QG 总栅极电荷 VGE = - 8 V...+ 15 V 1700 nC
RGint 栅极电阻 Tj = 25 °C 2.5 

td(on) 导通延迟时间 VCC = 600 V
IC = 300 A
VGE = ±15 V
RG on = 1.5 
RG off = 1.5  di/dton =
7500 A/µs di/dtoff =
3350 A/µs

Tj = 150 °C 200 ns
tr 上升时间 Tj = 150 °C 44 ns
Eon 开通所需能量 Tj = 150 °C 27 mJ
td(off) 关闭延迟时间 Tj = 150 °C 450 ns
tf 下降时间 Tj = 150 °C 90 ns

Eoff 关闭所需能量 Tj = 150 °C 29 mJ

Rth(j-c) IGBT外壳-散热器热阻 per IGBT 0.11 K/W
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反向二极管特性值/Inverse diode Characteristics
符号 参数 条件 min. typ. max. Unit
VF = VEC 正向导通电压 IF = 300 A

VGE =0 V
chiplevel

Tj = 25 °C 2.17 2.49 V

Tj = 150 °C 2.11 2.42 V

VF0 电流为0时正向导通电压 chiplevel
Tj = 25 °C 1.3 1.5 V
Tj = 150 °C 0.9 1.1 V

rF 正向电阻 chiplevel
Tj = 25 °C 2.9 3.3 m
Tj = 150 °C 4.0 4.4 m

IRRM 反向重复峰值电流 IF = 300 A
di/dtoff = 7300 A/µs
VGE = ±15 V VCC = 600 V

Tj = 150 °C 345 A
Qrr 反向恢复电荷 Tj = 150 °C 54 µC

Err 反向恢复能量 Tj = 150 °C 23 mJ

Rth(j-c) 二极管结壳热阻 per diode 0.17 K/W

模块/Module
LCE 集电极-发射极电感 15 20 nH
RCC'+EE' 端子-芯片模块引线电阻

terminal-chip
TC = 25 °C 0.25 m
TC = 125 °C 0.5 m

Rth(c-s) 模块结壳热阻 per module 0.02 0.038 K/W
Ms 安装螺丝 到散热片M6 3 5 Nm
Mt 电源终端螺丝 到终端M6 2.5 5 Nm

Nm
w 重量 325 g
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Fig. 3: Typ.导通/关断能量= f (IC) Fig. 4: Typ.导通关断能量= f (RG)

Fig. 5: Typ.传输特性 Fig. 6: Typ.栅极电荷特性

Fig. 1:输出特性，包括RCC'+ EE'
Fig. 2:额定温度对电流 IC = f (TC)
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Fig. 9:瞬态热阻抗 Fig. 10: Typ.CAL二极管正向特性.包括RCC'+ EE'

Fig. 11: CAL二极管峰值反向恢复电流 Fig. 12: Typ. CAL二极管峰值反向恢复电荷

Fig. 8: Typ.开关时间与栅极电阻RG的关系Fig. 7: Typ.开关时间与电流关系
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6. 封装尺寸：（单位：mm）


